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(1) (La, Ga) : YIG 膜の屈折率，格子定数，膜厚を成長温度等により制御する方法を確立した。
(2)イオンビームエッチングにおけるエッチングマスクの検討によりガーネット膜上に数μm大の方形形状コアリッ
ジを形成する方法を確立した。
(3)SBW と低損失に結合し，かっ伝搬損失が低い (La， Ga) : YIG 埋込み型導波路を作製できた。
(4)導波路中の応力誘導複屈折を制御し，直交偏波間の消光比25dB 及び SBW に対する挿入損失O.6dB の 45 0 非相反
導波路回転子を作製できた。

























の光アイソレータを作成し， 1.55μm波長域において挿入損失2.6dB，アイソレーション(順逆方向比) 30dB と実用
上の目標値を達成している o
以上のように，本論文は磁気光学導波路の作成に関して多くの有用な知見を与え，さらに代表的な非相反光デバイ
スであるアイソレータについて，光集積型としては初めて実用性の高い特性を実現し，将来の光集積回路技術の発展
にとって重要な指針を示しており，学位論文として価値あるものと認められる。
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